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GaN basierte elektronische Halbleiterbauelemente zeichnen sich

durch eine extreme Durch-bruchsspannungsfestigkeit bei gleich-

zeitig hoher Elektronenbeweglichkeit und Sätti-gungsgeschwin-

digkeit aus und sind daher für kompakte, schnelle Hochleistungs-

Halbleiterbauelemente von strategischem Interesse. Das FBH ent-

wickelt Mikrowellen-Leistungstransistoren und integrierte Schalt-

kreise (MMICs) für den Einsatz in Basisstationen, Radarsyste-

men und Weltraum-Kommunikationssystemen. Seit etwa 2 Jah-

ren laufen zusätzlich intensive Forschungs- und Entwicklungsar-

beiten zu  Hochspannungs GaN-Transistoren für effiziente elekt-

ronische Schalter im Bereich der Konverter- und Traktionstech-

nik. Die aktuellen Entwicklungen auf beiden Gebieten werden

vorgestellt und diskutiert.
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